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در  "() یدارفوتورسانش پا یدهپد" یرتحت تاثنظری خواص ترابری الکتریکی بررسی 

 ساختار ناهمگون 

 

 *، حسیي عشقیعطیِ قلیچ لی
 داًشکذُ فیشیک، داًشگاُ صٌعتی شاّزٍد، شاّزٍد
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 چکیده
( در ساختار ًاّوگَى 2DEGگاس الکتزٍى دٍ بعذی ) تحزک پذیزی الکتزًٍی بِ تزاکنًظزی ٍابستگی  در ایي هقالِ بِ هطالعِ

AlxGa1-xN/GaN (25/0  ٍ15/0= )یذارفَتَرساًش پا یذُپذ یزتحت تاث ( در دهای پاییيK 6/1 )ًِتایج تحلیل ها . اینپزداخت
ّا پزاکٌذگی دررفتگی پاییي، الکتزًٍی ّایتزاکن در پزاکٌذگی ٍ قاعذُ هاتیسي حاکی اس آى است کِّای هبتٌی بز اًَاع ساسٍکار

ًِ تٌْا ، ّای بالاتزاها در تزاکناًذ؛ شتِبز عْذُ دابزای ّز دٍ ًوًَِ سْن غالب را در کٌتزل تحزک گاس الکتزٍى دٍ بعذی 

 ّاًیش بز تحزک الکتزٍى "ّای سطح هشتزکًاّوَاری"ٍ  "ّای اس راُ دٍربخشٌذُّای ًاخالصی"ّای ّا بلکِ ساسٍکاردررفتگی
ّا یتزاکن دررفتگ ،AlGaNلایِ سذ در  َمیٌیآلَه یکسز هَلکاّش با کِ  دّذًشاى هیّوچٌیي گذارًذ. هحاسبات ها تاثیز هی

  .بالاتزی شذُ است الکتزًٍی ٍ هٌجز بِ تحزک پذیزی افتِی کاّش
 

ّاای  گااس الکتازٍى دٍ بعاذی، ، سااسٍکار     ساختار ًاّوگَى، چااُ کَاًتاَهی هثلثای،    ،خَاص تزابزی الکتزیکی کلیدی:های واژه
پزاکٌذگی

ایمیل نویسنده مسئول  : h_eshghi@shahroodut.ac.ir 

 20/11/95تبریخ چبپ:    03/11/1395تبریخ پذیزش:    26/09/1395تبریخ دریبفت: 
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